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nuS a «^ n f * b * e * ea <^ HaXbXeiteranox-d- 



Die Brfindung betx-ifft eine StrahXun s abgebende HaXbXeitex,- 
«nox-dn«n g mit bofaex; St r nbl« n£sleistune , a us eine* kindest 
an der der HalbUiteranordn^ ^andtan ObexTXachenseite 
i-Xierenden GehHusesoclceX .it einer S trahlu„ gS durchlas S i se n, . 
die Halbleiteranordnung bedeclcenden Kunststofninse. 

Bei den bisher bekannten Stx-ablun S nb £ ebenden Halblei teran- 
<~dn«n S on wird bei 6 pieWse eine GaAs-Diode a«r eineo, GebKuse- 
S ° Ckel bCfesti ^' Nacb dex- Verbi»d«n S der AnscblufleXe^troden 
des HalbleXterfcorpe* ,u lt den Gehausezufuhrungen wir d das 
UalbXeitex-ba«e leW ent mit einen, linsenfo^igen AbschXufl vor- 
sehen. Bei dieeen Anox-dnungon ist die Stx-ablun S sieist«n S bei 
Gleichstro^betx-ieb in dex- H eg al auf. 10 raW bescbranlct. Zwar - 
kann durch die VabX von Bauelementen ra it ^pAex-ex- Sperrschicbt- 
flMcbe die Stx-abl«n S sXeistun s ver^ert verden, docb „acben 
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sich bei groBflachigeTr Bauelementen zunehraend Jnstabili tat en 
bemerkbar. Aufierdem wachst die Strahliingslei stung in diesen 
Fallen nicht proportional m±t dem zugcfihrteri Strom an, 

Der Erfindung lies* daher die Aufgabe zugrunde, eine Halb- 
leiterftnordnung anzugeben, die eine,sehr hohe Strahlunffs- 
leistung aufweist und bei der thermische Instability ten. 
vermieden werdeii . Diese Aufgabe wird bei - einer Anordnung 

der eingangs beschriebencn Art erfindungsgemaB dadurch ge- - 

- 

lost, daB auf dem Gehousesoclcel eine groflere Ahzahl von 
Strahlung abgebenden Halblei terbaueleinent en angeordnet und 
diese Bauelemente entweder samtlich hint erei nan der geschaltet 
Oder parallel Jsueinander geschaltet sind, und daB die Halb- 
lei tcrbauel entente so auf der Sockeloberf laclie angeordnet; sind, 
daB keine Oder nur geringfugige Strahlurigsverluste aufl:feten. 

Da bei der Parallelschaltung von Lumineszenzdiaden Stabili- 
sierungswiderstfinde erf orderlich sind, die zusStzliche Lei- 
stung aufhehmen, ivird die- Serienschaltung der -Lumineszenz- 
dioden bevorzugt. Thermische Instabilitaten warden bei der 
Serien- oder Reihenschaltung vermieden, da durch jede Diode 
zwangslaufig der glelche Strom £Xl eBt.. Bei einer gleichsinni- 
gen Reihenschaltung von beispielsweise neun GaAs-Dioden erhiilt 
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man eine Infrarot-Strahlungsleistung von ca. 500 uV. An der 
Gesantanordnung liegt dabel eine Spannung von 15 bis 20 V, 
und es flieBt ein Strom von ca. 6,5 bis 1 A. Die Strahlungs- 
leistung kann mit geeichten Solarzellen geraessen verden. 
DabeinSrd jedoch die Gehausetemperatur. mit belspielsweisc 
25°C konstnnt gehalten. 

Die GaAs-Dioden, die fur- die erfindungsgemaBe Anordnung in 
vorteilhafter Weise benutzt werdeh konnen, geben eine un- 
sichtbare Infrarotstrahlunfe mit einer Vellenlange von 940 nm 
ab. Um den Verlust von Strablungsleistung zu vermeiden, miissen 
die Dioden moglichst im zentralen Bereicb. auf der- Oberflacho 
des Gchausesockols zusammengefasst verdon. Der Gehausesockel 
weist moistens eine kroisf ormige Oberflache auf, so daB in 
diesem Pall die Leuchtdioden moglichst mn den Mittelpunkt 
dieser KreisflSche herum gruppiert warden, Hierzu werden auf 
die OberflKcbe des GonSusesockels mebrere voneinander ge- 
trennte, metallisierte Flacbenbereiche aufgebraclit. Jeder 
FlSchenbereich dient dann als AnschluB an eine Diode. Der 
andere AnscHluB jeder Diode wird dann mit dem in der Reihen- 
schaltung folgenden Flacbenbereich elektrisch leitend ver- 
b und en. 
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Die Erfindung und ibre veitere vorteilhafte Aufsgestaltung 
wird noch im weiteren anliand eines Aus f uhr tings beispieles 
•naher erlautert. 

Nach der Figur 1 besteht der Gehausesockel beispielsweise 
aus ciner Kupferschraube 1 mit einer aufgesetzten Isolior- 
stofTscheibe 2. Diese Isolierstoffscheibe besteht beispiels- 
weise aus BeO. .Die Kupferschraube client als Wanneaeiilce.fur 
die Halbleiteranordnung, Die Metallisxerungen (6a f 7 Fig # 2) 
auf der Oberflacho der Isolierstoff scheibe. 2 sind mit den 
in das Gehauseinnere fiihrenden AnschluBelektroden 4 und 5 
verb und en. Der Sockel wlrd nach dem Einbau der HaXbleiterbau- 
elemente mit einer Linse 3 abgeschlosseu, die aus durch- 
sichtigem Kunststoff, beispielsweise Hakrolon, besteht. Jo 
nach der Form der Linse erhalt man unterschiedliche Offnungs- 
winkel. Die bevorzugten Ausfiihrungsformen weisen Offnungs- 
winkel von 80° bzw. rtO** auf. 

In der Figur 2 ist in einer Draufsicht die Oberflache der 
Isolierstoffscheibe 2 dargestellt ♦ Die Metallflachen 6 sind 
urn den Mittelpunkt der Scheibe gruppiert und bilden mit 
ihrer Anordnung drei Reihen und drei Spalton. Die erste 
Anschlufiflache 6a ist. vergroAert und dient zum Anschlufl 
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der GehKuse-AnschluBelelctrode. 4. An dem der Anscblufifiacbe 6a 
Segenuberliegenden Rand dor Isolierstoff scheibe 1st auflor- 
dem cine zebnte Metallrinehe 7 vorhandeu, die z „m AnscbluA 
an die ZKoite Q^ause-Anschl^eXelctrodo 5-dieut. Auf jede 
^ ' Metallf "chen 6 ict eine GaAs-Diode 8 mit 1Wc r 

oinen Blektrode unter Bildung eine s obmseben Kontaktes be- 
rostigt. Die an de r, Elektrode jeder Diode iat fiber einen 
diinnen Zuleitungadrabt 9 mit der nachfolg.nden Metallflaone 
eXektrisch leitend verbunden. Auf dieee We ise werden aile 
Dioden gleicbsinnig zuoi^der in Keibe geschaltet. Die 
1CtZte ^^-^ooe in dor Reihenaebaltung wird mit 
der Motallflache 7 verbunden. 

Die erfindungsgemafle Anordnung w i r d vorzugsweiso mit Gleicb- 
strom betrieben. Es bat sich aber gezeigt, da* a«ch ein 
Impulsbetrieb moglicb iat. I ra Xmpuisbetrieb konnte die Anord- 
aung mit einem Strom bi* Z u 6a belastet werden, and es ergab 
sicb eine maximale Strablungnlei stung von 1, 5 V. Die Metall- 
flaohen 6 besteben beispiel swe ise au, Gold and werden nach 
einem der bekannten Verfabren auf die tsolierstof fscb.ibo 
aufgebracht, 

Ein besonderer Vorteil der oben beschriebenen Anordnung liegt 
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in der guns tig gewahlten Detriebsfijpanriung von 15 bis 20 V. 
Binzeldioden haben im Betrieb oino DuchlaBspantiung von 1,4- bis 
1,8 V. Urn bei einem EinzeX element eine vergleichbare Strah- 
lungsleistung zax erzielen, sind Gleichstrome von. ca* lO A 
notwendxg^ " 

Venn anstelle von GaAs ein Halbl e ± t erkorp er aus GaP oder 
GaAsP verwendet wird, eirbElt nran Diqdenanordnungen, die JLicht 
im sichtbaren Spektr-um aus sen (3 en. . 
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_a n s t> r ii c h *> 



(j7)stranlung abgebende Ualbleiteronordnung mit liober Strah- 
lungsloistung, aus einem zuoindest an der der Halbleiteranord- 
DUng Oberflachenseite Isolierendcn Gehausesoclcel 

und einer strahlunsadurchlSssigcn, die Ilalbleiteranorduung 
bedecltonden Kunststofflinae, dadurch gekennzeichnet, daB auf den 
Gehausesockel eine grSBere Anzabl von Strahlung abgebenden 
Halbleiterbattelomentcn angeordnot und diese Bauelemente ent- 
WCdCr s&atlich hintereinander goschaltet Oder parallel zueinan- 
der geschaltat sind, und dafl die Halbleiterbauelemente so. auf 
der Soclceloberflilche angeordnet sind/ daB keine oder nur gering- 
iligige Strahlungsverluato auf trot en. 

2) Anordnung nacb Ansprucb 1, dadurch gekennzeichnet , daB 
im zontralen Beroich auf der OberflHcbe des GehSuseaockela 
menrere motallisierte FlScbenbereiche voneinander isoliert 
angeordnet aind. vobei auf jedem PlSonenteil eine Lumineszenz- 
Diodfe mit ihrer einen Electrode befestigt ist, und daB alle 
Oioden in Heilie geschaltet sind. 
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3) Anordnung nach Anspruch 2 t dadurch gelcennzeiclmet « daB 
die Re 111 ens chaltung an ilir.en Endpunlcten an die GeliHusezulex- 
tungen angcschlossen ist. 

4) Anordnuiig nach einem der vorangehenden Anspriiche f dadux*cli 
gelcennzeidinet t daB in* zentrnlen Bereich der* SockeXoberflaclic 9 
metallisierte, drei'Ileihcii und drei Spaltcn bildende FXScben 
angeordnet sind, die je eine Diode tragen. 

5) Anordnung nach einem deir vorangehenden AnspriioIie f dadurcli 
gelcennzeichnet, daB die Bioden GaAs-Dioden siud, die Infrarot- 
L»icht abgeben. 
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